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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-5 eingegangen am 16.01.2004 mit Schreiben vom 15.01 .2004 
Zeichnungen, Blatter 

1-2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daS die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete FeststelKung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5 


Nein: Anspruche 1-5 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-5 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO01/91 162 A (Publikationsdatum: 29.Nov. 2001) und EP1263052 A 
(Familiendokument, veroffentlicht nach dem Prioritatsdatum der 
gegenwartigen Anmeldung) 

D2: DE 100 60 584 A 

D3: US 5 589 409 A 

D4: RYUM B R ET AL: 'MBE-GROWN SIGE BASE HBT WITH POLYSILICON- 
EMITTER AND TISI2 BASE OHMIC LAYER' SOLID STATE 
ELECTRONICS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, Bd. 
39, Nr. 11, 1. November 1996 (1996-11-01), Seiten 1643-1648 

D5: Substitutional carbon incorporation during Si1 -x-yGexCy growth on Si (1 00) v 
by molecular-beam epitaxy: Dependence on Germanium and Carbon; 
J.P.Liu, H.J.Osten, Applied Physics Letters, Vol. 76, No. 24, 12 June 2000, 
Seiten 3546-3548. 


2. D1 (siehe Abb. 1 ,2) offenbart einen Transistor mit Emitter (1 53a) der sich in die 
Basis erstreckt (111), mit einem intrinsischen Bereich (119) und einem 
dazwischenliegenden extrinsischem Bereich und einem Basiskontakt (115, 124), 
bei dem die Basisschicht mit Bor dotiert ist und der Emitter mit P eine 
Gegendotierung darstellt. 

D1 offenbart SiGeC (siehe Seite 6, Zeile 14 von WO01/91 162, und Paragraph 23 
von Patentfamilienmitglied EP1 263052). Der Fachmann wurde automatisch 
Kohlenstoffatome mit einer Konzentration von mehr als 1 x lO^cm" 3 wahlen urn 
SiGeC herzustellen. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist deshalb nicht 
erfinderisch (Art. 33(3) PCT). 

Zudem ist dem Fachmann generell bekannt, dass Kohlenstoff die Bor-Diffusion 
verringert. Der Fachmann wurde Kohlenstoff in der Herstellung der Basis von D1 
verwenden urn Bor-Diffusion zu verringem. 

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist deshalb nicht erfinderisch (Art. 33(3) PCT). 

D2 (siehe Fig. 2,3 und dazugehorige Beschreibung) offenbart einen Bipolar - 
Transistor, einen As eindiffundierten Emitter (54,62) der sich in die Basisschicht 
erstreckt (Spalte 7, Zeilen 14-18), eine mit Bor dotierte Basis die zwei Schichten 
enthalt und sich in den extrinsischen Bereich erstreckt (Distanz zwischen 
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Basiskontakt und Basisregion unter dem Emitter). 

Dem Fachmann ist es generell bekannt, dass Kohlenstoff die Bor-Diffusion 
verringert. Der Fachmann wiirde Kohlenstoff in der Herstellung der Basis von D2 
verwenden urn die Bor-Diffusion zu verringern. Der Gegenstand von Anspruch 1 
ist deshalb nicht erfinderisch (Art. 33(3) PCT) 

D3 (siehe Fig. 8,9 und dazugehorige Beschreibung) offenbart einen 
Bipolartransistor mit einem n-Emitter (58) in einer p-Basisschicht (64, 64M). 
Zudem ist dem Fachmann generell bekannt, dass Kohlenstoff die Bor-Diffusion 
verringert. Der Fachmann wurde Kohlenstoff in der Herstellung der Basis von D3 
verwenden urn Bor-Diffusion zu verringern. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist 
deshalb nicht erfinderisch (Art. 33(3) PCT). 

D4 offenbart einen HBT, eine Borkonzentration und Teile die mit As gegendotiert 
sind (siehe Fig. 2 und dazugehorige Beschreibung). Zudem ist dem Fachmann 
generell klar, dass Kohlenstoff die Bor-Diffusion verringert. Der Fachmann wiirde 
Kohlenstoff in der Herstellung der Basis von D4 verwenden urn Bor-Diffusion zu 
verringern. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist deshalb nicht erfinderisch (Art. 
33(3) PCT) 

Es ist dem Fachmann bekannt, dass Kohlenstoffatome die Beweglichkeit 
verringern konnen (siehe z.B. D5), dies halt jedoch den Fachmann nicht davon ab 
Kohlenstoff zu verwenden, da die Diffusion verringert wird und sogar eine 
Erhohung der Bor-Konzentration moglich wird. 

3. Die abhangigen Anspruche 2-5 enthalten keine Merkmale, die die Erfordernisse 
des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Griinde dafur sind die 
folgenden: 

D1 und D2 offenbaren Bor (Anspruch 2). 

D1 offenbart eine erste Dotierschicht (obere Schicht von 153, eine dritte 
Dotierschicht (153) und eine dazwischenliegende zweite Dotierschicht (niedrige 
Borkonzentration, z.B. Teile von 153 und 151 die niedrig dotiert sind). 
Anspruch 4: Schicht 153 und Teile von 153 konnen als erste Schicht interpretiert 
werden. D1 offenbart die Eindiffusion von P (Anspruch 5). 

D3 (siehe Fig. 8,9) offenbart einen Bipolartransistor mit einem diffundierten 
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Emitter (58) in einer p-Basisschicht (64, 64M) (Anspruche 2,4,5). 

D4 offenbart eine Borkonzentration und Teile die mit As gegendotiert sind (siehe 
Fig. 2 und dazugehdrige Beschreibung) (Anspruche 2-5). Die Schicht die mit Bor 
dotiert ist, kann als ein Dreischichtsystem interpretiert werden. 

Der Gegenstand der Anspruche 1-5 ist offensichtlich gewerblich anwendbar. 
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Geandeirte Patentanspruche 
1. Transistor. 

- mit einem Emitter (1) , einem Kollektor (2) und einer Basis- 
. schicht (3) 

- bei dem sich der Emitter (1) iin die" Basisschicht (3) hin- 
einerstreckt, 

- bei dem die Basisschicht (3) einen zwischen .Emitter (i) und 
Kollektor (2) angeordneten intrinsischen Bereich (4) und 
einen zwischen dem intrinsischen Bereich (4) und einem Ba- 
siskontakt (5) verlaufenden extrinsischen Bereich (6) auf- 
weist, 

- bei dem die Basisschicht (3) eine mit einem dreiwertigen 
Dotierstoff dotierte erste Dotierschicht (7) enthalt, die 

15 sich in den extrinsischen Bereich (6) erstreckt und die im 
Bereich des Emitters (1) durch eine fiinfwertige Gegendotie- 
rung (8) gegendotiert ist. 

- bei dem in der Basisschicht Kohlenstof f atome mit einer Ron- 
zentration > 1 x 10l8 cm -3 eingebaut sind. 


2. Transistor nach Anspruch 1, 

bei dem der dreiwertige Dotierstoff Bor ist. 

3. Transistor nach einem der vorhergehendeh Anspriiche, 

25 " - bei dem zwischen der ersten Dotierschicht (7) und dem Kol- 
lektor (2) zwei weitere mit einem dreiwertigen Dotierstoff 
dotierte Dotierschichten (9, i 0 ) angeordnet sind, 
- und bei dem die Dotierstof fkonzentration (C2) der zwischen 
der. ersten. Dotierschicht (7) und der dritten Dotierschicht 
30 (io) angeordneten zweiten Dotierschicht (9) kleiner ist als 

die Dotierstoffkonzentration (CI) der ersten Dotierschicht 
(7) und kleiner als die Dotierstoffkonzentration (C3) der 
dritten Dotierschicht (10) . 


35 4 


Transistor nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
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-. bei 'dem die erste Dotierschicht (7) einen Anteil von we- 
nigstens 30 % an der gesamten Dotierstof f menge der Basis- 
schicht (3) aufweist. 

5. Transistor nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei dem die Gegendotierung (8) von einem in die Basisschicht 
(3) angrenzenden Emitfeergebiet (11) in die Basisschicht (3) 
eindiffundiert ist. 
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I. Basis of the report 


1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

the description: 


1-7 


pages 
pages 


, as originally filed 
, filed with the demand 


, filed with the letter of 


the claims: 
pages 


, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 


pages 


1-5 


filed with the letter of 15 January 2004 (15.01.2004) 


the drawings: 
pages 


1-2 


, as originally filed 
, filed with the demand 


filed with the letter of 


| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 


, as originally filed 

m , filed with the demand 


. , filed with the letter of 


2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
| 1 the language of publication of the international application (under Rule 48.3 (b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
prelirninary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

L J contained in the international application in written form 

[ | filed together with the international application in computer readable form 

j__J furnished subsequently to this Authority in written form. 

(HI furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

| | The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 


4. 


□ 
□ 


The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

| the claims, Nos. 


I the drawings, sheets/fig m 


| — | This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
5 * ' — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report 
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I V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 


Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 


1-5 


1-5 


1-5 


YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 


Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: WO01/91162 A (publication date: 29 November 
2001) and EP1263052 A (family document, 
published after the priority date of the present 
application) 
D2: DE 100 60 584 A 
D3: US 5 589 409 A 

D4: RYUM B R ET AL: ^MBE-GROWN SIGE BASE HBT WITH 

POLYSILICON-EMITTER AND TISI2 BASE OHMIC LAYER' 
SOLID STATE ELECTRONICS, ELSEVIER SCIENCE 
PUBLISHERS, BARKING, GB, Vol. 39, No. H, 
1 November 1996 (1996-11-01), pages 1643-1648 
D5: Substitutional carbon incorporation during Sil- 
x-yGexCy growth on Si (100) by molecular-beam 
epitaxy: Dependence on Germanium and Carbon; 
^ J. P. Liu, H.J. Osten, Applied Physics Letters, 
Vol. 76, No. 24, 12 June 2000, pages 3546-3548. 

2. Dl (see figures 1 and 2) discloses a transistor with 
an emitter (153a) which extends (111) into the base, 
with an intrinsic region (119) and an extrinsic 
region therebetween and a base contact (115, 124), 
the base layer being dop ed with boron and the 
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emitter with P representing counter-doping. 

Dl discloses SiGeC (see page 6, line 14, of 
WO01/91162, and. paragraph 23 of patent family member 
EP1263052) . A person skilled in the art would 
automatically select carbon atoms with a 
concentration of more than 1 x 10 8 cm" 3 in order to 
produce SiGeC. Therefore the subject matter of claim 
1 is not inventive (PCT Article 33(3)). 

Moreover, a person skilled in the art is generally 
aware that carbon reduces boron diffusion and would 
use carbon in the production of the Dl base to 
reduce boron diffusion. Therefore the subject matter 
of claim 1 is not inventive (PCT Article 33(3)). 

D2 (see figures 2 and 3 and the associated parts of 
the description) discloses a bipolar transistor, an 
emitter (54, 62) into which As is diffused and which 
extends into the base layer (column 7, lines 14 to 
18), and a two-layered boron-doped base that extends 
into the extrinsic region (distance between the base 
contact and base region below the emitter) . 

A person skilled in the art is generally aware that 
carbon reduces boron diffusion and would use carbon 
to produce the D2 base in order to reduce boron 
diffusion. Therefore the subject matter of claim 1 
is not inventive (PCT Article 33(3)). 

D3 (see figures 8 and 9 and the associated parts of 
the description) discloses a bipolar transistor with 
an n-emitter (58) in a p-base layer (64, 64M) . 
Moreover, a person skilled in the art is generally 
aware that carbon reduces boron diffusion and would 
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use carbon to produce the D3 base in order to reduce 
boron diffusion. Therefore the subject matter of 
claim 1 is not inventive (PCT Article 33(3)) . 

D4 discloses an HBT, a boron concentration and parts 
counter-doped with As (see figure 2 and the 
associated part of the description) . Moreover, a 
person skilled in the art is generally aware that 
carbon reduces boron diffusion and would use carbon 
to produce the D4 base in order to reduce boron 
diffusion. Therefore the subject matter of claim 1 
is not inventive (PCT Article 33(3)).. 

A person skilled in the art is aware that carbon 
atoms can reduce mobility (see D5, for example), but 
this does not deter him from using carbon, since 
diffusion is reduced and the boron concentration may 
even be increased. 

For the following reasons, dependent claims 2 to 5 
do not contain any features which meet the PCT 
inventive step requirements: 

Dl and D2 disclose boron (claim 2) . 
Dl discloses a first doping layer (upper layer of 
153), a third doping layer (153) and therebetween a 
second doping layer (low boron concentration, for 
example, parts of 153 and 151 which have low-level 
doping) . 

Claim 4: layer 153 and parts thereof can be 
interpreted as the first layer; Dl discloses the 
diffusing-in of P (claim 5) . 

D3 (see figures 8 and 9) discloses a bipolar 
transistor with a diffused emitter (58) in a p-base 
layer (64, 64M) (claims 2, 4 and 5). 
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D4 discloses a boron concentration and parts which 
are counter-doped with As (see figure 2 and the 
associated part of the description) (claims 2 to 5) 
The boron-doped layer can be interpreted as a three 
layer system. 

The subject matter of claims 1 to 5 evidently has 
industrial applicability. 
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